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【はじめに】フレキシブル基板上に、低温で集積回路を形成できる有機薄膜トランジスタ（TFT）

は、ディスプレイや電子ペーパーなど表示デバイスの駆動回路への応用が検討されている。有機

TFT は、電極からの注入障壁を低減できる点や、電極自身が安定で酸化されにくいといった点か

ら、ソース・ドレイン電極に Au を用いることが一般的である。我々はこれまでに、Cu 電極のパ

ターニングプロセスを最適化することで Au 電極と同等の特性を実現できることを報告してきた

[1]。今回、Cu 電極を用いた有機 TFT の大気暴露における安定性ついて調査を行ったので報告す

る。 

【実験】図 1 に作製した有機 TFT のデバイス構造を示す。ガラス基板上にゲート電極となる Al

を 30 nm の膜厚でマスク蒸着した後、ゲート絶縁膜として Teflon（DuPont: AF1600）を 220 nm の

膜厚となるようスピンコート成膜した。次に Cu を基板全面に真空蒸着した後、フォトリソグラフ

ィ法によりパターニングし、チャネル長 8 m のソース・ドレイン電極を形成した。最後に、有機

半導体層として Pentacene（IP: 5.1 eV）、または DNTTF（IP: 4.9 eV）を真空蒸着により 100 nm の

膜厚となるように成膜した。 

【結果･考察】Cu 電極を用いて作製した有機 TFT の伝達特性を図 2 に示す。Pentacene と DNTTF

のどちらを用いても、0.2 cm
2
/Vs を超える高い移動度が得られ、オン・オフ比は 10

5以上であった。

電極からの電荷注入障壁が小さい DNTTF を用いる方がヒステリシスは小さくなる結果が得られ

た。DNTTF を用いた有機 TFT の大気中での移動度とコンタクト抵抗の経時変化を 50 日間測定し

た結果を図 3 に示す。移動度は、2 週間程度かけて緩やかに低下し、その後はほぼ一定となった。

この結果は、Au 電極を用いた有機 TFT での結果とほぼ同等であった[2]。コンタクト抵抗を測定

したところ、大気に出した直後に若干の増大はあるが、ほぼ一定であり、比較的に大気安定であ

ることが分かった。以上、ボトムコンタクト構造の銅電極は大気暴露が避けられないデバイス作

製プロセスにも適用できることが分かった。 
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図 1. 有機TFTの構造          図 2. 伝達特性の比較     図 3. 大気中での特性変化(DNTTF) 
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